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(57)【要約】
【課題】本発明は、レーザーで有機層を取り除く工程を
省略することができるとともに、有機層を取り除く際、
機械の本体のレーザーロスを効果的に減少させ、断線補
修効率と補修成功率を上げ、さらに、液晶パネル製品の
表示品質を上げることができる、アレイ基板とその断線
補修方法を提供する。
【解決手段】本発明によるアレイ基板とその断線補修方
法は、有機層上におけるゲート電極走査線とソースドレ
イン電極データ線に対応する各交差箇所に通孔を設ける
とともに、前記第二不動態化層における前記通孔に堆積
する箇所に開口を形成することで、通孔により、本発明
のアレイ基板上のゲート電極走査線或いはソースドレイ
ン電極データ線が断線した際、断線箇所両端の開口箇所
にＵ字型長線を直接レーザー溶接することができ、それ
により、切断されたゲート電極走査線或いはソースドレ
イン電極データ線の接続を回復させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の上に配置されるゲート電極走査線と、前記ゲート電極走査線及び基
板の上に配置されるゲート電極絶縁層と、前記ゲート電極絶縁層の上に配置されるソース
ドレイン電極データ線と、前記ソースドレイン電極データ線及びゲート電極絶縁層の上に
配置される第一不動態化層と、前記第一第一不動態化層の上に配置される有機層と、前記
有機層及び第一不動態化層の上に配置される第二不動態化層とからなる、アレイ基板であ
って、
　その内、前記ゲート電極走査線は、基板上のソースドレイン電極データ線と垂直に交差
して配列され、
　前記有機層上におけるゲート電極走査線及びソースドレイン電極データ線に対応する各
交差箇所に通孔が形成され、
　前記第二不動態化層における通孔に堆積する箇所には開口が形成される
　ことを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
　前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍである
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項３】
　前記有機層は、色レジスト層或いは平坦層である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項４】
　前記第一不動態化層と第二不動態化層の材料は無機材料である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項５】
　前記有機層の厚さは、前記第一不動態化層と第二不動態化層の厚さより大きい
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項６】
　前記基板はガラス基板である
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項７】
　前記アレイ基板における開口に配置される箇所の構造は、基板と、ゲート電極走査線と
、ゲート電極絶縁層と、ソースドレイン電極データ線と、第一不動態化層と、第二不動態
化層とからなる
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項８】
　基板と、前記基板の上に配置されるゲート電極走査線と、前記ゲート電極走査線及び基
板の上に配置されるゲート電極絶縁層と、前記ゲート電極絶縁層の上に配置されるソース
ドレイン電極データ線と、前記ソースドレイン電極データ線及びゲート電極絶縁層の上に
配置される第一不動態化層と、前記第一不動態化層の上に配置される有機層と、前記有機
層及び第一不動態化層の上に配置される第二不動態化層とからなる、アレイ基板であって
、
　その内、前記ゲート電極走査線は、基盤上にソースドレイン電極データ線と垂直に交差
して配列され、
　前記有機層におけるゲート電極走査線及びソースドレイン電極データ線に対応する各交
差箇所に通孔が形成され、
　前記第二不動態化層における通孔に堆積する箇所には開口が形成され、
　　その内、前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍであり、
　　その内、前記有機層は、色レジスト層或いは平坦層である
　ことを特徴とする、アレイ基板。
【請求項９】
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　前記第一不動態化層と第二不動態化層の材料は、無機材料である
　ことを特徴とする請求項８に記載のアレイ基板。
【請求項１０】
　前記有機層の厚さは、前記第一不動態化層と第二不動態化層の厚さより大きい
　ことを特徴とする請求項８に記載のアレイ基板。
【請求項１１】
　前記基板は、ガラス基板である
　ことを特徴とする請求項８に記載のアレイ基板。
【請求項１２】
　前期アレイ基板における開口に配置される箇所の構造は、ゲート電極走査線と、ゲート
電極絶縁層と、ソースドレイン電極データ線と、第一不動態化層と、第二不動態化層とか
らなる
　ことを特徴とする請求項８に記載のアレイ基板。
【請求項１３】
　前記アレイ基板上のゲート電極走査線或いはソースドレイン電極データ線が断線した際
、ゲート電極走査線或いはソースドレイン電極データ線上における断線箇所両端に配置さ
れた開口箇所に、Ｕ字型長線をレーザー溶接することにより、切断されたゲート電極走査
線或いはソースドレイン電極データ線の接続を回復させる
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板の断線補修方法。
【請求項１４】
　前記Ｕ字型長線の材料は、ヘキサカルボニルタングステンである
　ことを特徴とする請求項１３に記載のアレイ基板の断線補修方法。
【請求項１５】
　前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍである
　ことを特徴とする請求項１３に記載のアレイ基板の断線補修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディスプレイに関し、特にアレイ基板と前記アレイ基板の断線補修方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイ技術の発展につれて、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＬＣＤ）等の平面ディスプレイは、高画質、省電力、機械の本体の薄
さ、及び広い応用範囲等の利点を具え、携帯や、テレビ、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ノー
トパソコン、また、デスクトップパソコン等、各種消費性電子製品に幅広く応用され、デ
ィスプレイにおける主流となっている。
【０００３】
　従来の市場での液晶ディスプレイの大部分は、バックライト型液晶ディスプレイであり
、それは、液晶表示パネル及びバックライトモジュール（ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ｍｏｄｕ
ｌｅ）を備える。液晶表示パネルの作動原理は、両片平行のガラス基板に液晶分子が放置
され、両片ガラス基板の中間には垂直と水平の細い電線が複数設けられ、通電させるか否
かによって液晶分子の方向の変化を制御し、バックライトモジュールの光線を屈折させ、
画面が生じる。
【０００４】
　通常液晶表示パネルは、カラーフィルム基板（ＣＦ，Ｃｏｌｏｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、
薄膜トランジスタ基板（ＴＦＴ，Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と、カラ
ーフィルム基板及び薄膜トランジスタ基板の間に挟まれる液晶（ＬＣ，Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃ
ｒｙｓｔａｌ）と、密封プラスチックフレーム（Ｓｅａｌａｎｔ）によって形成される。
その成型技術は一般に、前段アレイ（Ａｒｒａｙ）工程（薄膜、黄光、エッチングと剥膜
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）と、中断成箱（Ｃｅｌｌ）工程（ＴＦＴ基板とＣＦ基板の張り合わせ）と、後段モジュ
ール組み立て工程（駆動ＩＣと印刷回路板の圧接）とからなる。その内、前段Ａｒｒａｙ
工程は、主にＴＦＴ基板を形成することで、液晶分子の運動を制御する。中断Ｃｅｌｌ工
程は、主に、ＴＦＴ基板とＣＦ基板の間に液晶を加える。後段モジュール組み立て工程は
、主に、駆動ＩＣと印刷回路板を圧接して統合させ、さらに駆動液晶分子を回転させ、画
像を表示させる。
【０００５】
　液晶パネル技術の絶え間ない発展につれて、ますます多くの新技術が薄膜トランジスタ
アレイ基板上に応用されている。例えば平面変換（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎ
ｇ，ＩＰＳ）、辺縁スイッチ技術（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ，Ｆ
ＦＳ）、カラーフィルムフィルタマトリックス（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｏｎ　Ａｒ
ｒａｙ，ＣＯＡ）等の技術である。これらの技術は、表示基板の平坦度に対して要求が比
較的高く、通常はアレイ基板上に、一層の比較的厚い有機層、例えば色レジスト層や平坦
層等が堆積させる必要がある。アレイ基板制作の過程においては、各種要因の影響によっ
て、走査線及びデータ線を含む金属導線が断線する可能性がある。これらのアレイ基板の
断線を補修するため、現在は、断線補修機械で有機層及び透明電極層を先ず取り除くこと
により、その後、断線箇所に対してレーザー溶接を用いて補修を行うので、断線補修ロス
時間は長くなる。有機層を完全に取り除きようがない際、製品の断線補修成功率に影響を
及ぼす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、アレイ基板表面に対応するゲート電極走査線及びソースドレイン電極データ
線の上方に複数の開口が配置され、前記開口に有機層の通孔箇所が形成されることによっ
て、本発明のアレイ基板は、断線補修を行う際、断線箇所両端の開口箇所にＵ字型長線を
直接レーザー溶接することができ、それにより、断線補修効率と補修成功率を上げること
ができるアレイ基板を提供することを目的とする。
【０００７】
　本発明は、さらに、断線箇所両端の開口箇所にＵ字型長線を直接レーザー溶接すること
により、切断されたゲート電極走査線或いはソースドレインデータ線の接続を回復させる
ことができ、レーザーで有機層を取り除く工程を省略することができ、断線補修効率と補
修成功率を上げると同時に、有機層を取り除く際、機械の本体のロスを効果的に減少させ
、液晶パネル製品の表示品質を上げることができるアレイ基板の断線補修方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を実現させるために、本発明が提供するアレイ基板は、基板と、前記基板上に
配置されるゲート電極走査線と、前記ゲート電極走査線及び基板の上に配置されるゲート
電極絶縁層と、前記ゲート電極絶縁層の上に配置されるソースドレイン電極データ線と、
前記ソースドレイン電極データ線及びゲート電極絶縁層の上に配置される第一不動態化層
と、前記第一第一不動態化層の上に配置される有機層と、前記有機層及び第一不動態化層
の上に配置される第二不動態化層とからなる。
【０００９】
　そのうち、前記ゲート電極走査線は、基板上のソースドレイン電極データ線と垂直に交
差して配列され、前記有機層上におけるゲート電極走査線及びソースドレイン電極データ
線に対応する各交差箇所に通孔が形成され、前記第二不動態化層における前記通孔に堆積
する箇所には開口が形成される。
【００１０】
　前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍである。
【００１１】
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前記有機層は、色レジスト層或いは平坦層である。
【００１２】
　前記第一不動態化層と第二不動態化層の材料は無機材料である。
【００１３】
　前記有機層の厚さは、前記第一不動態化層と第二不動態化層の厚さより大きい。
【００１４】
　前記基板はガラス基板である。
【００１５】
　前記アレイ基板における開口に配置される箇所の構造は、基板と、ゲート電極走査線と
、ゲート電極絶縁層と、ソースドレイン電極データ線と、第一不動態化層と、第二不動態
化層とからなる。
【００１６】
　本発明は、さらに、アレイ基板を提供し、アレイ基板は、基板と、前記基板の上に配置
されるゲート電極走査線と、前記ゲート電極走査線及び基板の上に配置されるゲート電極
絶縁層と、前記ゲート電極絶縁層の上に配置されるソースドレイン電極データ線と、前記
ソースドレイン電極データ線及びゲート電極絶縁層の上に配置される第一不動態化層と、
前記第一第一不動態化層の上に配置される有機層と、前記有機層及び第一不動態化層の上
に配置される第二不動態化層とからなる。
【００１７】
　そのうち、前記ゲート電極走査線は、基板上のソースドレイン電極データ線と垂直に交
差して配列され、前記有機層上におけるゲート電極走査線及びソースドレイン電極データ
線に対応する各交差箇所に通孔が形成され、前記第二不動態化層における前記通孔に堆積
する箇所には開口が形成される。
【００１８】
　そのうち、前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍである。
【００１９】
そのうち、前記有機層は、色レジスト層或いは平坦層である。
【００２０】
　本発明は、さらに、アレイ基板の断線補修方法を提供する。前記断線補修方法は、前記
アレイ基板上のゲート電極走査線或いはソースドレイン電極データ線が断線した際、ゲー
ト電極走査線或いはソースドレイン電極データ線上における断線箇所両端に配置された開
口箇所に、Ｕ字型長線をレーザー溶接することによって、切断されたゲート電極走査線或
いはソースドレイン電極データ線の接続を回復させることができる。
【００２１】
　前記Ｕ字型長線の材料は、ヘキサカルボニルタングステンである。
【００２２】
　前記開口のサイズは、１５μｍ×１５μｍである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の有益な効果は以下の通りである。本発明が提供するアレイ基板とその断線補修
方法は、有機層上におけるゲート電極走査線とソースドレイン電極データ線に対応する各
交差箇所に通孔を設けるとともに、前記第二不動態化層における前記通孔に堆積する箇所
に開口を形成することにより、本発明のアレイ基板上のゲート電極走査線或いはソースド
レイン電極データ線が断線した際、断線箇所両端の開口箇所にＵ字型長線を直接レーザー
溶接することができ、それにより、切断されたゲート電極走査線或いはソースドレイン電
極データ線の接続を回復させることができ、前記補修方法は、レーザーで有機層を取り除
く工程を省略することができるとともに、有機層を取り除く際、機械の本体のレーザーロ
スを効果的に減少させ、断線補修成功率と補修成功率を上げ、さらに、液晶パネル製品の
表示品質を上げることができる。
【００２４】
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　本発明の特性及び技術内容をさらに理解するために、以下、本発明に関する詳細な説明
と図を参照する。然しながら、図は、参考と説明に用いるのに提供するに過ぎず、本発明
に対して制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本発明の技術案とその他有益な効果を理解するために、以下では図を用いて、本発明の
具体的実施方式に対して詳細な説明を行う。
【００２６】
【図１】本発明のアレイ基板の構造を示した概略図である。
【図２】図１が示すアレイ基板上の開口箇所のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１が示すアレイ基板上の開口箇所のＢーＢ線に沿った断面図である。
【図４】Ｕ型長線をレーザー溶接する方法を採用して図１が示すアレイ基板に対してゲー
ト電極走査線の断線補修を行う構造を示した概略図である。
【図５】Ｕ型長線をレーザー溶接する方法を採用して図１が示すアレイ基板に対してソー
スドレイン電極データ線の断線補修を行う構造を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明が用いる技術手段とその効果をさらに詳述するために、以下では、本発明の好ま
しい実施例と図を用いて、詳細な説明を行う。
【００２８】
　図１から図３を参照する。図１から図３は、本発明のアレイ基板の実施例である。前記
アレイ基板は、基板１と、前記基板１の上に配置されるゲート電極走査線２と、前記ゲー
ト電極走査線２及び基板１の上に配置されるゲート電極絶縁層４と、前記ゲート電極絶縁
層４の上に配置されるソースドレイン電極データ線５と、前記ソースドレイン電極データ
線５及びゲート電極絶縁層４の上に配置される第一不動態化層８と、前記第一不動態化層
８の上に配置される有機層９と、前記有機層９及び第一不動態化層８の上に設けられる第
二不動態化層１０とからなる。
【００２９】
　具体的には、前記有機層９は、色レジスト層或いは平坦層である。前記第一不動態化層
８と第二不動態化層１０の材料は、無機材料である。前記有機層９の厚さは、前記第一不
動態化層８と第二不動態化層１０の厚さより大きい。前記基板１は、ガラス基板である。
【００３０】
　具体的には、前記ゲート電極走査線２は、基板１上のソースドレイン電極データ線５と
垂直に交差して配列され、前記有機層９上におけるゲート電極走査線２とソースドレイン
電極データ線５に対応する各交差箇所に通孔が形成され、前記第二不動態化層１０におけ
る通孔に堆積する箇所には開口１１が形成される。図２と図３を参照する。前記アレイ基
板における開口１１に配置される箇所の構造は、基板１と、ゲート電極走査線２と、ゲー
ト電極絶縁層４と、ソースドレイン電極データ線５と、第一不動態化層８と、第二不動態
化層１０とからなる。
【００３１】
　前記開口１１のサイズは、１５μｍ×１５μｍであるのが好ましい。
【００３２】
　本発明が提供するアレイ基板は、第二不動態化層１０上におけるゲート電極走査線２と
ソースドレイン電極データ線５に対応する交差箇所に開口１１を配置することで、ゲート
電極走査線２とソースドレイン電極データ線５の断線修復点として留保することができる
とともに、前記開口１１を利用し、Ｕ型長線１５をレーザー溶接する方式によって、断線
に対して修復を行うことができる。
【００３３】
　図４と図５を参照する。上記アレイ基板構造に基づいた、Ｕ型長線をレーザー溶接する
ことによる本発明のアレイ基板の断線補修の方法は、以下の通りである。
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【００３４】
　図１と図４を参照する。前記アレイ基板上のゲート電極走査線２は、生産工程不良によ
って断線を招いた際、ゲート電極走査線２上における断線箇所両端に配置された開口１１
箇所に、Ｕ字型長線１５をレーザー溶接することにより、切断されたゲート電極走査線２
の接続を回復させることができる。
【００３５】
　図１と図５を参照する。前記アレイ基板上のソースドレイン電極データ線５は、生産工
程不良によって断線を招いた際、ソースドレイン電極データ線５上における断線箇所両端
に配置された開口１１箇所に、Ｕ字型線長１５をレーザー溶接することにより、切断され
たソースドレイン電極データ線５の接続を回復させることができる。
【００３６】
　上記アレイ基板の断線補修方法において、採用するＵ字型長線１５の材料は、ヘキサカ
ルボニルタングステンであるのが好ましい。
【００３７】
　図４と図５が示すアレイ基板の断線補修方法は、前記アレイ基板の開口１１箇所におけ
る、前記ゲート電極走査線２或いはソースドレイン電極データ線５の上方に、有機層９を
設けないため、レーザーで有機層９の工程を取り除く工程を省くことができるとともに、
断線箇所両端の開口１１箇所にＵ字型長線１５を直接レーザー溶接することにより、ゲー
ト電極走査線２或いはソースドレイン電極データ線５に対しての断線補修の完成までにお
ける、有機層を取り除く際の機械の本体のレーザーロスを減少させ、断線補修効率と成功
率を上げ、さらに、液晶パネル製品の表示品質を上げることができる。
【００３８】
　上記内容をまとめると、本発明によるアレイ基板とその断線補修方法は、有機層上にお
けるゲート電極走査線とソースドレイン電極データ線に対応する各交差箇所に通孔が設け
られることにより、前記第二不動態化層における前記通孔に堆積する箇所には開口が形成
される。それにより、本発明のアレイ基板上のゲート電極走査線、或いはソースドレイン
電極データ線が断線した際、断線箇所両端の開口箇所にＵ字型長線を直接レーザー溶接す
ることができ、それにより、切断されたゲート電極走査線或いはソースドレイン電極デー
タ線の接続を回復させることができる。前記補修方法は、レーザーで有機層を取り除く工
程を省略することができるとともに、有機層を取り除く際、機械の本体のレーザーロスを
効果的に減少させ、断線補修効率と補修成功率を上げ、さらに、液晶パネル製品の表示品
質を上げる。
【００３９】
　以上の内容に関し、本分野の領域の一般的な技術者は、本発明の技術案と技術構想に基
づいてその他各種同様の効果を持つ修正や変更を行うことができ、これらの修正や変更は
全て本発明の請求項の範囲に含まれるものとする。
【符号の説明】
【００４０】
１　　基板
１０　第二不動態化層
１１　開口
１５　Ｕ字型長線
２　　ゲート電極走査線
４　　ゲート電極絶縁層
５　　ソースドレイン電極データ線
８　　第一不動態化層
９　　有機層
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【図３】

【図４】 【図５】



(9) JP 2018-508031 A 2018.3.22

10

20

30

40

【国際調査報告】



(10) JP 2018-508031 A 2018.3.22

10

20

30

40



(11) JP 2018-508031 A 2018.3.22

10

20

30

40



(12) JP 2018-508031 A 2018.3.22

10

20

30

40



(13) JP 2018-508031 A 2018.3.22

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 5G435 AA19  BB12  CC09  GG12  HH12  KK10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

